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(54) 탐침 패드 및 범프 패드를 갖는 플립 칩형 반도체소자 및 그 제조방법

요약

플립 칩형 반도체소자 및 그 제조방법을 제공한다. 이 플립 칩형 반도체소자는 칩 영역 상에 형성된 복수개의 탐침패

드 및 복수개의 범프패드를 포함한다(include). 각 탐침패드 및 각 범프패드 사이에는 퓨즈가 개재된다. 모든 퓨즈는 

웨이퍼 테스트 후에 끊겨진다. 따라서, 패키지 소자 내에 밀봉되는 칩의 탐침패드는 범프패드로부터 전기적으로 차단

된다(disconnected). 이에 따라, 패키지 소자의 전기적인 특성은 탐침패드에 기인하는 기생 커패시턴스 및 기생저항

의 영향을 받지 않는다.

대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 반도체 칩들을 보여주는 평면도이다.

도 2는 본 발명에 따른 반도체소자의 평면도이다.

도 3 내지 도 10은 본 발명에 따른 반도체소자의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다.

발명의 상세한 설명
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발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체소자 및 그 제조방법에 관한 것으로, 특히 플립 칩형 반도체소자 및 그 제조방법에 관한 것이다.

반도체소자는 그 내부에 도전성 물질, 예컨대 금속으로 이루어진 패드들을 구비한다. 이러한 패드들은 반도체소자의 

전기적인 특성을 측정하는 데 사용될 뿐만 아니라, 반도체소자를 밀봉(seal)시키기 위한 패키지 공정을 실시하는 동안

반도체소자를 리드(lead)에 전기적으로 연결시키기 위한 와이어 본딩에 사용된다. 상기 패드들은 일반적으로 반도체

소자의 가장자리에 배치된다. 그러나, 상기 패드들 이 반도체소자의 가장자리에 배치되는 경우에, 내부회로와 패드들 

사이에 긴 배선을 개재시키는 것이 요구된다. 이에 따라, 상기 긴 배선에 기인하여 기생 커패시턴스 및 기생저항이 존

재하므로 패키지 공정을 완료한 후에도 반도체소자의 전기적인 특성이 저하된다. 이에 더하여, 상기 패드들이 탐침패

드와 아울러서 본딩패드로 사용되는 경우에, 상기 패드들에 와이어들을 접착시키기가 용이하지 않다. 이는, 상기 패드

들이 탐침 테스트(probing test)를 실시하는 동안 손상되기 때문이다.

한편, 일본 공개특허공보(Japanese laid-open patent number) 제2000-124279호는 웨이퍼 번인(burn-in)에 적용

할 수 있는 반도체 칩을 개시한다.

도 1은 상기 일본 공개특허공보(Japanese laid-open patent number) 제2000-124279호에 개시된 반도체 칩들의 

평면도이다.

도 1을 참조하면, 웨이퍼 상에 복수개의 반도체 칩(1)이 배치된다. 상기 복수개의 반도체 칩들(1) 사이의 영역은 스크

라이브 레인(scribe lane; 3)에 해당한다. 상기 스크라이브 레인(3) 상에 번인(burn-in) 시험(test)를 위한 전원선(po

wer source line; 4)이 배치된다. 상기 전원선(4)은 각 반도체 칩(1) 내에 형성된 탐침 패드(2)와 전기적으로 접속되

고, 상기 탐침 패드(2)는 본딩 패드(7)를 통하여 내부회로(internal circuit; 도시하지 않음)와 전기적으로 연결된다. 

또한, 상기 탐침 패드(2) 및 본딩 패드(7) 사이에는 퓨즈(5)가 개재된다.

상기 일본 공개특허공보(Japanese laid-open patent number) 제2000-124279호에 개시된 반도체 칩들(1)에 대한 

번인 테스트는 다음과 같은 과정을 통하여 실시된다. 먼저, 상기 반도체 칩들(1)이 형성된 웨이퍼를 특정온도 분위기(

specified temperature atmosphere)를 갖는 오븐(oven) 내에 로딩시킨다. 다음에, 상기 전원선(4)에 동작 전압(ope

rating voltage)을 인가한다. 이때, 양호한 칩(good chip) 내부로 흐르는 전류는 일정값(specified value)보다 작은 반

면에, 불량 칩(bad chip) 내부로 흐르는 전류는 상기 일정값(specified value)보다 많다. 이에 따라, 상기 불량 칩 내의

퓨즈(5)는 과전류(excessive current)에 의해 녹으므로 상기 불량 칩의 내부회로는 상기 전원선으로부터 전기적으로

접속되지 않는다. 결과적으로, 상기 전원선에 인가된 동작전압이 낮아지는 것을 방지할 수 있으므로 양호한 칩에 대한

번인 테스트를 정상적으로 진행할 수 있다.

상술한 종래기술에 따르면, 양호한 칩 내의 본딩패드(7)는 퓨즈(5)를 통하여 탐침패드(2)와 전기적으로 연결된다. 이

에 따라, 상기 양호한 칩의 패키지 소자(package device)는 상기 본딩패드(7)와 접속된 퓨즈(5) 및 탐침패드(2)에 기

인하는 기생 커패시턴스 및 기생저항을 갖는다. 결과적으로, 패키지 소자(package device)의 전기적인 특성이 저하

된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 패키지 소자에 대한 전기적인 특성을 개선시킬 수 있는 플립 칩형 반도체 소

자를 제공하는 데 있다.

본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 패키지 소자에 대한 전기적인 특성을 개선시킬 수 있는 플립 칩형 반도

체소자의 제조방법을 제공하는 데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 기술적 과제를 이루기 위하여 본 발명은 탐침패드 및 범프패드를 갖는 플립 칩형 반도체소자를 제공한다. 이 반

도체소자는 반도체기판의 칩 영역 상에 배치된 복수개의 탐침패드 및 복수개의 범프패드를 포함한다. 상기 복수개의 

범프패드는 상기 칩 영역 상에 불규칙적으로 배치되고, 상기 복수개의 탐침패드는 상기 칩 영역의 가장자리 상에 배

치된다. 상기 각 탐침패드 및 상기 각 범프패드 사이에는 퓨즈가 개재된다. 상기 퓨즈의 일 단 및 타 단은 각각 상기 탐

침패드 및 상기 범프패드와 전기적으로 접속된다. 또한, 상기 퓨즈는 컷팅되어 상기 탐침패드를 상기 범프패드와 전

기적으로 차단시킨다(disconnect).

상기 탐침패드들은 상기 칩 영역에 형성된 반도체 집적회로의 전기적인 특성을 웨이퍼 상태에서(in wafer level) 측

정할 때 측정장비에 장착된 탐침 카드(probe card)의 탐침 핀들(probe pins)과 접촉되는 패드들이고, 상기 범프패드

는 패키지 소자(package device)의 볼(ball)과 같은 외부단자(external terminal)와 전기적으로 연결되는 패드들이다

. 따라서, 패키지 소자의 전기적인 특성은 상기 범프패드들과 전기적으로 차단된 탐침패드들에 기인하는 기생 커패시

턴스 및 기생저항에 전혀 영향을 받지 않는다. 또한, 상기 웨이퍼 테스트를 진행하는 동안 상기 탐침패드는 상기 탐침

핀에 의해 손상된다. 그러나, 상기 범프패드는 웨이퍼 테스트를 진행한 후에도 양호한 표면을 유지한다. 따라서, 상기 

범프패드 상에 범프를 형성하기 위한 후속공정을 실시할 때 상기 범프패드와 상기 범프 사이의 접착 불량(adhesion f

ail)을 방지할 수 있다.
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상기 퓨즈는 웨이퍼 테스트를 진행한 후에 컷팅된다.

바람직하게는, 상기 퓨즈 및 상기 범프패드 사이의 거리는 상기 퓨즈 및 상 기 탐침패드 사이의 거리보다 가깝다.

상기 다른 기술적 과제를 이루기 위하여 본 발명은 플립 칩형 반도체소자의 제조방법을 제공한다. 이 방법은 반도체 

웨이퍼, 즉 반도체기판 내의 칩 영역의 소정영역 상에 복수개의 금속막 패턴을 형성하는 것을 포함한다. 상기 각 금속

막 패턴은 차례로 적층된 퓨즈금속막 패턴 및 패드금속막 패턴으로 구성된다. 상기 패드금속막 패턴의 소정영역을 식

각하여 상기 퓨즈금속막 패턴의 일 부분으로 이루어진 퓨즈를 노출시킨다. 이에 따라, 상기 퓨즈의 양 옆에 탐침패드 

및 범프패드가 형성되고, 상기 탐침패드는 상기 범프패드와 격리된다. 상기 탐침패드는 상기 칩 영역의 가장자리 상에

형성되고, 상기 범프패드는 상기 칩 영역 상에 불규칙적으로 배치된다.

상기 범프패드 및 상기 탐침패드가 형성된 결과물 전면에 상기 범프패드 및 상기 탐침패드를 노출시키는 패시베이션

막을 형성한다. 상기 패시베이션막 상에 상기 범프패드, 상기 퓨즈 상의 상기 패시베이션막 및 상기 탐침패드를 노출

시키는 개구부들을 갖는 폴리이미드막을 형성한다. 상기 탐침패드에 탐침 핀을 접촉시키어 상기 칩 영역에 형성된 반

도체 집적회로의 전기적인 특성을 측정한다. 이때, 상기 탐침패드는 상기 탐침 핀에 의해 손상된다. 상기 전기적인 테

스트(electrical test)는 불량 칩(bad chip) 및 양호한 칩(good chip)을 분류(sort)하기 위하여 실시된다. 이어서, 상기

퓨즈를 컷팅(cutting)시키어 상기 범프패드를 상기 손상된 탐침패드로부터 전기적으로 차단시킨다(disconnect). 이에

따라, 상기 탐침패드에 기인하는 기생 커패시턴스 및 기생저항은 상기 범프패드로부터 제거된다. 결과적으 로, 후속의

패키지 공정에 의해 형성되는 패키지 소자의 전기적인 특성을 정밀하게 측정하는 것이 가능하다.

상기 반도체 집적회로가 메모리 소자인 경우에는, 상기 불량 칩 내의 불량 셀(failed cell)을 여분의 셀(redundant cel

l)로 대체시키는 리페어 공정을 실시하는 동안 상기 퓨즈를 컷팅시키는 것이 바람직하다.

이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명하기로 한다. 그러나, 본 발명은 여기서 

설명되어지는 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시예들은 개시

된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록 그리고 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제

공되어지는 것이다. 도면들에 있어서, 층 및 영역들의 두께는 명확성을 기하기 위하여 과장되어진 것이다. 또한, 층이 

다른 층 또는 기판 "상"에 있다고 언급되어지는 경우에 그것은 다른 층 또는 기판 상에 직접 형성될 수 있거나 또는 그

들 사이에 제3의 층이 개재될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.

도 2는 본 발명에 따른 플립 칩형 반도체소자의 개략적인 평면도이다.

도 2를 참조하면, 반도체기판의 칩 영역(10) 상에 복수개의 탐침패드(17p)가 배치된다. 상기 복수개의 탐침패드(17p)

는 웨이퍼 테스트에 사용되는 탐침 카드에 부착된 탐침 핀(도시하지 않음)의 배열을 용이하게 하기 위하여 칩 영역(1

0)의 가장자리에 배치된다. 또한, 상기 칩 영역(10) 상에는 복수개의 범프패드(17b)가 배치된다. 상기 복수개의 범프

패드(17b)는 패키지 소자(package device)의 볼(ball) 과 같은 외부단자와 상기 반도체 집적회로를 전기적으로 접속

시키는 데 사용된다.

상기 복수개의 범프패드(17b)는 상기 칩 영역(10)에 형성된 반도체 집적회로의 입/출력 회로, 전원선, 접지선 및 제어

회로 등에 인접하도록 배치된다. 이는, 상기 반도체 집적회로와 상기 범프패드들(17b) 사이의 배선의 길이를 최소화

시키어 상기 배선들에 의한 기생 커패시턴스 및 기생저항에 기인하여 상기 반도체 집적회로의 전기적인 특성이 저하

되는 것을 방지하기 위함이다. 이에 따라, 상기 범프패드들(17b)은 상기 칩 영역(10) 내에 불규칙적으로 배치될 수 있

다. 결과적으로, 상기 퓨즈(15f') 및 그것의 일 단에 접속된 범프패드(17b) 사이의 거리는 패키지 소자의 전기적인 특

성을 향상시키기 위하여 상기 퓨즈(15f') 및 상기 그것의 타 단에 접속된 탐침패드(17p) 사이의 거리보다 가까운 것이

바람직하다.

상기 각 범프패드(17b) 및 상기 각 탐침패드(17p) 사이에는 퓨즈(15f')가 개재된다. 상기 퓨즈(15f')의 일 단은 상기 

범프패드(17b)와 전기적으로 접속되고, 상기 퓨즈(15f')의 타 단은 상기 탐침패드(17p)와 전기적으로 접속된다. 또한,

상기 퓨즈(15f')의 중심부는 끊겨져서(cut) 상기 퓨즈(15f')의 양 단에 접속된 탐침패드(17p) 및 범프패드(17b)를 전

기적으로 차단시킨다(disconnect). 이에 따라, 패키지 소자의 전기적인 특성은 상기 탐침패드들(17) 및 그것에 접속

된 배선들에 기인하는 기생 커패시턴스 및 기생저항에 전혀 영향을 받지 않는다.

도시하지는 않았지만, 상기 각 범프패드(17b) 상에는 둥근 형태(rounded shape)를 갖는 도전성 범프(bump)가 형성

된다. 또한, 상기 각 범프패드(17b) 및 그 위의 상기 범프 사이에는 언더범프 금속막 패턴이 개재될 수 있다. 상기 언

더범프 금속막 패턴은 확산방지막으로 형성한다. 상기 확산방지막은 상기 범프 내의 금속원자들 및 상기 범프패드 내

의 금속원자들이 서로 확산하는 것을 방지하는 역할을 한다.

도 3 내지 도 10은 본 발명에 따른 플립 칩형 반도체소자의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다.

도 3을 참조하면, 반도체기판(11) 상에 층간절연막(13)을 형성한다. 상기 층간절연막(13) 상에 금속막(18)을 형성한

다. 상기 금속막(18)은 장벽금속막(15) 및 패드금속막(17)을 차례로 적층시키어 형성하는 것이 바람직하다. 상기 장

벽금속막(15)은 타이타늄 질화막으로 형성하고, 상기 패드금속막(17)은 알루미늄막 또는 알루미늄 합금막(aluminum

alloy layer)으로 형성한다. 또한, 상기 장벽금속막(15)을 형성하기 전에 타이타늄막과 같은 오오믹 금속막(ohmic m

etal layer)을 형성할 수도 있다.

도 4를 참조하면, 상기 금속막(18)을 패터닝하여 상기 층간절연막(13)의 소정영역, 즉 칩 영역 상에 복수개의 금속막 

패턴(18a)을 형성한다. 이에 따라, 상기 각 금속막 패턴(18a)은 차례로 적층된 장벽금속막 패턴(15a) 및 패드금속막 

패턴(17a)으로 구성된다. 상기 금속막 패턴(18a)을 포함하는 반도체기판 상에 상기 패드금속막 패턴(17a)의 일 부분

을 노출시키는 제1 포토레지스트 패턴(19)을 형성한다.

도 5를 참조하면, 상기 제1 포토레지스트 패턴(19)을 식각마스크로 사용하여 상기 노출된 패드금속막 패턴(17a)을 

선택적으로 식각하여 서로 이격된 탐침패드(17p) 및 범프패드(17b)를 형성한다. 이에 따라, 상기 탐침패드(17p) 및 

범프패드(17b) 사이에 상기 장벽금속막 패턴(15a)의 일 부분으로 이루어진 퓨즈(15f)가 노출된다. 여기서, 상기 탐침
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패드(17p)는 칩 영역의 가장자리에 배치되도록 형성되고, 상기 범프패드(17b)는 칩 영역 내에 불규칙적으로 배치되

도록 형성된다. 좀 더 구체적으로, 상기 범프패드(17b)는 칩 영역 내에 형성된 반도체 집적회로의 입/출력 회로, 전원

선, 접지선 및 제어회로 등에 인접하도록 형성된다. 상기 제1 포토레지스트 패턴(19)을 제거한 후에, 상기 탐침패드(1

7p) 및 범프패드(17b)를 포함하는 반도체기판 전면에 반도체 집적회로를 보호하기 위한 패시베이션막(21)을 형성한

다. 상기 패시베이션막(21)은 실리콘질화막을 포함한다.

도 6을 참조하면, 상기 패시베이션막(21)을 패터닝하여 상기 탐침패드(17p) 및 범프패드(17b)를 노출시킨다. 상기 노

출된 범프패드(17b) 및 퓨즈(15f) 사이의 거리는 상기 노출된 탐침패드(17p) 및 퓨즈(15f) 사이의 거리보다 가까운 

것이 바람직하다. 다시 말해서, 상기 퓨즈(15f)는 상기 노출된 범프패드(17b)와 인접하도록 형성되는 것이 바람직하

다. 상기 패시베이션막(21)이 패터닝된 결과물 전면에 폴리이미드막(polyimide layer; 23)을 형성한다. 상기 폴리이

미드막(23)은 후속의 패키지 공정에서 사용되는 에폭시 수지 화합물(epoxy molding compound)로부터 상기 칩 영역

에 형성된 반도체 집적회로를 보호하기 위한 완충층(buffer layer) 역할을 한다. 또한, 상기 폴리이미드막(23)은 알파

입자(alpha particle)가 상기 반도체 집적회로 내부로 침투하는 것을 방지하는 역할을 한다. 상기 폴리이미드막(23)을

패터닝하여 상기 탐침패드(17p), 상기 퓨즈(15f) 상의 패시베이션막(21) 및 상 기 범프패드(17b)를 각각 노출시키는 

탐침패드 개구부(probing pad opning; 25p), 퓨즈 개구부(fuse opning; 25f) 및 범프패드 개구부(bump pad opening

; 25b)를 형성한다.

도 7을 참조하면, 상기 개구부들(25p, 25f, 25b)을 갖는 폴리이미드막(23)이 형성된 반도체기판에 대하여 웨이퍼 테

스트를 실시한다. 상기 웨이퍼 테스트는 상기 탐침패드(17p)에 탐침 핀(27)을 접촉시킨 후에, 상기 탐침 핀(27)을 통

하여 칩 영역 내의 반도체 집적회로에 전기적인 신호를 가하거나 반도체 집적회로의 출력신호를 측정함으로써 진행

된다. 이때, 상기 전기적인 신호는 상기 탐침 핀(27)에 접속된 퓨즈(15f) 및 범프패드(17b)을 통하여 반도체 집적회로

에 인가되고, 상기 반도체 집적회로의 출력신호는 상기 탐침 핀(27)에 접속된 퓨즈(15f) 및 범프패드(17b)을 통하여 

테스트 장비(test equipment)로 입력된다. 이러한 웨이퍼 테스트를 통하여 반도체 기판(11), 즉 반도체 웨이퍼에 형

성된 복수개의 칩들은 양호한 칩(good chip) 또는 불량 칩(bad chip)으로 분류된다.

한편, 상기 탐침 핀(27)이 상기 탐침패드(17p)에 접촉되면, 탐침패드(17p)에 물리적인 손상(29)이 가해진다. 일단 이

러한 물리적인 손상(29)이 탐침패드(17p)에 가해지면, 상기 손상된 탐침패드(17p)는 후속의 패키지 공정을 실시할 때

공정불량(process fail)을 유발시킬 수 있다. 즉, 상기 손상된 탐침패드(17p) 상에 본딩 와이어(bonding wire) 또는 

범프를 형성하면, 상기 본딩 와이어 또는 범프의 접착력이 약해져 패키지 소자의 신뢰성이 저하된다.

도 8을 참조하면, 상기 웨이퍼 테스트가 완료된 칩 내의 모든 퓨즈(15f)를 레이저(31) 등을 사용하여 컷팅시킨다. 이

에 따라, 도시된 바와 같이 각 퓨즈(15f)의 양 단에 각각 접속된 탐침패드(17p) 및 범프패드(17b)를 전기적으로 차단

시키는(disconnecting) 커팅된 퓨즈(15f')가 형성된다. 결과적으로, 상기 반도체 집적회로는 상기 모든 탐침패드(17p

)와 전기적으로 완전히 차단된다. 따라서, 상기 반도체 집적회로의 전기적인 특성은 상기 탐침패드들(17p)에 기인하

는 기생 커패시턴스 및 기생저항에 전혀 영향을 받지 않는다. 상기 반도체 집적회로가 반도체 메모리소자인 경우에는,

상기 불량 칩에 대한 리페어 공정(repair process)을 실시하는 동안 상기 퓨즈(15f)를 커팅시킬 수도 있다. 여기서, 

상기 퓨즈(15f)는 반도체 메모리소자의 리페어 공정에 사용되는 리페어 퓨즈와는 다르다.

도 9를 참조하면, 상기 컷팅된 퓨즈(15f')를 포함하는 반도체기판 전면에 통상의 방법을 사용하여 언더범프 금속막(u

nder bump metal layer; 33)을 형성한다. 상기 언더범프 금속막(33)은 접착력 촉진 금속막(wetting layer) 및 확산

방지막을 차례로 적층시키어 형성한다. 상기 언더범프 금속막(33) 상에 상기 범프패드(17b) 상의 언더범프 금속막(3

3)을 노출시키는 제2 포토레지스트 패턴(35)을 형성한다. 상기 제2 포토레지스트 패턴(35)에 의해 노출된 상기 언더

범프 금속막(33) 상에 선택적으로 전기도금법(electroplating method)을 사용하여 범프 패턴(37)을 형성한다. 상기 

범프패턴(37)은 납(Pb) 및 주석(Sn)의 합금막으로 형성한다.

도 10을 참조하면, 상기 범프패턴(37)을 형성한 후에, 상기 제2 포토레지스트 패턴(35)을 제거하여 상기 제2 포토레

지스트 패턴(35) 아래의 언더범프 금속막(33)을 노출시킨다. 상기 범프패턴(37)을 식각 마스크로 사용하여 상기 노출

된 언더범프 금속막(33)을 식각 공정, 바람직하게는 습식식각 공정으로 식각하여 상기 범프패턴(37) 및 상기 범프패

드(17b) 사이에 개재된 언더범프 금속막 패턴(33a)을 형성한다. 다음에, 상기 범프패턴(37)을 소정의 온도에서 리플

로우시키어 둥근 형태(rounded shape)를 갖는 범프(37a)를 형성한다. 이때, 상기 언더범프 금속막 패턴(33a)은 상기

범프(37a) 및 상기 범프패드(17b)가 서로 반응하는 것을 방지한다.

이어서, 도시하지는 않았지만, 상기 범프(37a)가 형성된 반도체기판의 각 칩 영역들 사이의 스크라이브 레인(scribe l

ane)을 절단하여 각 칩을 분리시킨다. 계속해서, 상기 분리된 칩에 대하여 패키지 공정, 즉 플립칩 패키지 공정을 실

시하여 패키지 소자를 형성한다. 상기 패키지 소자는 최종적으로 패키지 테스트를 통하여 양품(good device) 및 불량

품(bad device)으로 분류된다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 서로 격리된 탐침패드 및 범프패드를 형성함으로써 패키지 공정에 사용되는 범

프패드가 웨이퍼 테스트를 실시하는 동안 손상되는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라, 범프패드 및 범프 사이의 접촉불

량(adhesion fail)을 방지할 수 있다. 이에 더하여, 패키지 공정이 진행되기전에 탐침패드가 범프패드로부터 전기적으

로 차단된다(disconnected). 따라서, 패키지 소자의 전기적인 특성이 탐침패드에 기인하는 기생 커패시턴스 및 기생

저항에 영향을 받는 것을 배제시킬 수 있다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.
반도체기판의 칩 영역 상에 형성되고, 상기 칩 영역의 가장자리에 배치된 복수개의 탐침패드(probing pad);

상기 칩 영역 상에 불규칙적으로(irregularly) 배치된 복수개의 범프패드(bump pad); 및

상기 각 탐침패드 및 상기 각 범프패드 사이에 개재된 퓨즈를 포함하되, 상기 퓨즈의 일 단 및 타 단은 각각 상기 탐침

패드 및 상기 범프패드와 전기적으로 연결되고, 상기 퓨즈는 끊겨진(cut) 것을 특징으로 하는 플립 칩형 반도체소자.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 퓨즈 및 상기 범프패드 사이의 거리는 상기 퓨즈 및 상기 탐침패드 사이의 거리보다 가까운 것을 특징으로 하는 

플립 칩형 반도체소자.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 범프패드 상에 형성된 범프를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 플립 칩형 반도체소자.

청구항 4.
제 3 항에 있어서,

상기 범프패드 및 상기 범프 사이에 개재된 언더범프 금속막 패턴을 더 포함 하는 것을 특징으로 하는 플립 칩형 반도

체소자.

청구항 5.
반도체기판 내의 칩 영역의 소정영역 상에 차례로 적층된 퓨즈금속막 패턴 및 패드금속막 패턴을 형성하는 단계;

상기 패드금속막 패턴의 소정영역을 식각하여 상기 퓨즈금속막 패턴의 일 부분으로 이루어진 퓨즈를 노출시킴과 동

시에 상기 퓨즈의 양 옆에 서로 격리된(separated) 탐침패드 및 범프패드를 형성하는 단계;

상기 탐침패드 및 상기 범프패드를 포함하는 반도체기판 전면에 상기 탐침패드 및 상기 범프패드를 노출시키는 패시

베이션막을 형성하는 단계;

상기 패시베이션막 상에 상기 탐침패드, 상기 퓨즈 상의 상기 패시베이션막 및 상기 범프패드를 노출시키는 개구부들

을 갖는 폴리이미드막(polyimide layer)을 형성하는 단계;

상기 탐침패드에 탐침 핀(probe pin)을 접촉시키어 상기 칩 영역 내에 형성된 반도체 집적회로에 대한 전기적인 테스

트를 실시하는 단계; 및

상기 퓨즈를 컷팅(cutting)하여 상기 탐침패드를 상기 범프패드와 전기적으로 차단(disconnect)시키는 단계를 포함

하는 플립 칩형 반도체소자의 제조방법.

청구항 6.
제 5 항에 있어서,

상기 퓨즈금속막 패턴은 장벽금속막으로 형성하는 것을 특징으로 하는 플립 칩형 반도체소자의 제조방법.

청구항 7.
제 6 항에 있어서,

상기 장벽금속막은 타이타늄 질화막으로 형성하거나 타이타늄막 및 타이타늄 질화막을 차례로 적층시키어 형성하는 

것을 특징으로 하는 플립 칩형 반도체소자의 제조방법.

청구항 8.
제 5 항에 있어서,

상기 패드금속막 패턴은 알루미늄막 또는 알루미늄 합금막(aluminum alloy layer)으로 형성하는 것을 특징으로 하는

플립 칩형 반도체소자의 제조방법.

청구항 9.
제 6 항에 있어서,

상기 탐침패드는 상기 칩 영역의 가장자리에 위치하도록 형성하는 것을 특징으로 하는 플립 칩형 반도체소자의 제조

방법.

청구항 10.
제 5 항에 있어서,

상기 퓨즈를 컷팅하는 단계는 레이저를 사용하여 실시하는 것을 특징으로 하는 플립 칩형 반도체소자의 제조방법.

청구항 11.
제 5 항에 있어서,

상기 퓨즈를 컷팅하는 단계는 상기 반도체 집적회로 내의 불량 셀(bad cell) 을 여분의 셀(redundant cell)로 대체시

키는 리페어 공정(repair process) 동안 실시하는 것을 특징으로 하는 플립 칩형 반도체소자의 제조방법.

청구항 12.
제 5 항에 있어서,

상기 퓨즈를 컷팅하는 단계 후에,

상기 노출된 범프패드 상에 차례로 적층된 언더범프 금속막 패턴 및 범프를 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징

으로 하는 플립 칩형 반도체소자의 제조방법.

청구항 13.
제 12 항에 있어서,

상기 언더범프 금속막 패턴 및 상기 범프를 형성하는 단계는
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상기 퓨즈가 컷팅된 결과물 전면에 언더범프 금속막(under bump metal layer)을 형성하는 단계;

상기 언더범프 금속막 상에 상기 범프패드 상의 상기 언더범프 금속막을 선택적으로 노출시키는 포토레지스트 패턴

을 형성하는 단계;

상기 노출된 언더범프 금속막 상에 선택적으로 범프 패턴을 형성하는 단계;

상기 포토레지스트 패턴을 제거하는 단계;

상기 범프 패턴을 식각 마스크로 사용하여 상기 언더범프 금속막을 식각하여 상기 범프 패턴 아래에 잔존하는 언더범

프 금속막 패턴을 형성하는 단계; 및

상기 범프 패턴을 리플로우시키어 둥근 형태(rounded shape)를 갖는 범프를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으

로 하는 플립 칩형 반도체소자의 제조방법.

청구항 14.
제 13 항에 있어서,

상기 범프 패턴은 전기도금(electroplating) 기술을 사용하여 형성하는 것을 특징으로 하는 플립 칩형 반도체소자의 

제조방법.

도면

도면1
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도면2

도면3

도면4
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도면5

도면6

도면7
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도면8

도면9

도면10
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